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【はじめに】In系金属酸化物チャネルを用いた薄膜トランジスタ(TFT)の研究が盛んであるが、In

と酸素の小さな結合解離エネルギーのために、プロセス中に酸素欠損を容易に生成してトランジ

スタ特性を劣化させる懸念があった。我々は、最も大きな酸素結合かい離エネルギーを有する炭

素(C)を添加した In1-xSixOC系をチャネル材料に用いた TFTを作製してその信頼性向上について報

告した[1]。また、In-W-O 系は In-Si-O 系に比べて高移動度を有するために[2-4]、C 添加した

In-W-O-C系は更なる高移動度及び高信頼性が期待できる。そこで本研究では、C添加した In-W-O

（In1-xWxOC）膜のチャネル材料としての有望性について、物質特性及び電気特性（電気伝導率、

移動度及びキャリア濃度）から検討した結果を報告する。 

【実験条件】膜厚 10 nmの In1-xWxOC膜は、In2O3とWCターゲッ

トを用いた 2元同時スパッタリング法で室温、PO2 = 0.08 Paで成膜

した。WC のスパッタパワーを変化させることで、In1-xWxOC 膜の

W濃度を 0.05 ~ 0.20の範囲で調整した。その後、300 Cで 60分間、

大気中アニール処理した。p
++

-Si/SiO2 (300 nm)/In1-xWxOC (10 

nm)/Ti/Au素子を作製して、Vgs = 30 Vで電気伝導率を求めた。 

【結果】In1-xWxOC 膜の C 量及び結合状態を調べるために、XPS

測定したC1sピークを Fig. 1に示す。285及び 290 eVに各々C-C 及

び O-C=O のピークが認められた。W 濃度が減少するに従って、

C-Cピークの割合が減少する傾向を示した。これは、膜中の Cが

Oと結合して、C-Cから O-C=Oの結合に変化したためと考えられ

る。XPSより求められた膜中の C濃度は 0.45 ~ 1.70 at. %であった。

Fig. 2に In1-xWxOC膜のW濃度に対する電気伝導率を示す。W濃

度が増加するに従って電気伝導率は小さくなる傾向であった。ま

た、In1-xWxOC膜は In1-xSixOC膜に比べて高抵抗を有することが明

らかになった。 
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Fig. 2 Electrical conductivity as a 

function of the W concentration 

of In1-xWxOC films. 
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Fig. 1 C 1s XPS spectra of 

In1-xWxOC films. These films 

were treated at 300 C in air.  
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